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   ある系において周波数の異なる複数の物理的性質が競合するとき、フラストレーシ

ョンの効果が顕著になり、系は複雑かつ多彩な周期構造を示す。この現象は「悪魔の階

段」や「悪魔の華」と呼ばれる[1]。この現象を示す代表的な物質として Ce4f 1 状態をも

つ半金属 Ce モノプニクタイド (CeX; X=P, As, Sb, Bi) がある。 
CeX は単純な NaCl 型の結晶構造を取るにも関わらず、Ce 4f と伝導キャリアの混成

効果により、多彩な長周期反強磁性構造を形成する。 H-T 磁気相図の H=0 において

CeSb は 7 個の磁気構造を、 CeBi は 2 個の磁気構造を取ることが確認されている[2]。
しかし、 CeX はこれまで励起光源に He 放電管を用いた表面敏感な ARPES しか行わ

れておらず、観測された電子構造はほとんど温度変化を示していない[3,4]。また、プニ

クトゲンの p 軌道由来のホールキャリアと Ce 4f 軌道の混成（ p-f 混成モデル）を考

慮して、このような異常な磁性を理解する試みがこれまでになされてきたが、そのミク

ロな起源はわかっていない。 
本研究では、励起光に 7 eV レーザーを利用した高分解能・バルク敏感な ARPES に

よる CeSb および CeBi の温度依存性測定を行った。その結果、温度変化と共に電子構

造が劇的に変化する様子を明瞭に観測した。さらに、光源を 40 µm のスポットサイズ

に集光することで、 CeSb において反強磁性方向の異なるドメインを分離し、異なるバ

ンド分散を捉えた。 
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